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OBJECTIF


Etudier les caractéristiques d’un transistor NPN en commutation


TRANSISTOR EN COMMUTATION
( montage émetteur commun )


RAPPEL : 

Commutation = 2 états


Bloqué :
 IB=0

 IC=0 

VCE=VCC

Equivalent à un interrupteur ouvert entre Cet E

Saturé : 
IBsat 

ICsat 

VCE=0V


Equivalent à un interrupteur fermé entre Cet E

Pour bloqué un transistor il faut IB=0 ou VBE nulle

Pour saturé un transistor il faut IBsat > IB  avec IC pratiquement égale à 
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ETUDE THEORIQUE

Le transistor du montage de la figure ci-contre fonctionne en commutation. Ses caractéristiques sont 
(=150
VCEsat=0V

VBE=0,7V

Dans son circuit de collecteur est placée la bobine d’un relais de résistance R=100(
a) Calculer le courant circulant dans la bobine du relais lorsqu’elle est alimentée sous 24V. Quel est alors l’état de fonctionnement du transistor ?

b) Déterminer le courant de base IBsat pour saturer le transistor. En déduire la valeur de la résistance de base RB
Remarque : La diode D protège le transistor de la surcharge due à la f.e.m. d’auto-induction de la bobine.

ETUDE PRATIQUE


TRAVAIL DEMANDE

· ( A partir de la maquette, proposer un montage en précisant les appareils nécessaires pour relever :

· Ic = f( Ib ), relever aussi VCE et VBE
( Réaliser le montage, faites vérifier et effectuer les mesures.

( Tracer Ic = f( Ib ) en déduire sur la courbe les points de commutation (bloqué, saturé).
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